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つぎにこの理論解析結果を実証するために、著者らが考案した無電極測定法により、 Iト GaAs にお
けるホットエレクトロンのミリ波特性の測定をおこなっている。すなわち、完全に無電極状態の n­






n 型- GaAs はそのホットエレクトロンによる負性抵抗を用いてマイクロ波の発振素子(ガンダイ
オード)として実用されているが、その動作周波数の上限を知る上で、ホットエレクトロンのミリ波
特性を明らかにすることは重要である。しかし負性抵抗領域では容易に発振するため、そのミリ波特
性を測定することは困難であって今まで行われなかった。本論文は10GHz のマイクロ波で加熱するこ
とにより、 GaAs 中の伝導電子をマイクロ波的にホットにして発振を抑圧することに成功し、このよ
うなホットエレクトロンの50GHz のミリ波特性を始めて測定した。そして加熱マイクロ波電界が約 3
KV/cmの闇値を超えた所で、50GHz でも十分な負性抵抗を生ずることおよび伝導電子による等価誘電率
の異常な増加が存在することを明らかにした。更に GaAsの伝導電子の散乱機構を考慮した輸送理論
によりミリ波複素導電率の解析を行い上記の実験事実をよく説明することができた。このように本論
文はガン効果素子設計上大きな貢献をするもので学位論文として価値あるものと認める。
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